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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézev préce: Modelovani zdroje vysokého napé&t
Student: Jan KROUPAR | sw.@sk: | E11B0046P
Oponent: Ing. Jan Moldaschl
Kritéra hodnocenl préce oponentem Max. body Piid&lené body

Spinéni zadani prace (posuzuje se i stuper kvality spinéni) 25 23

Odborna Uroven prace 50 45
Interpretace vysledkd a jejich diskuze, pfip. aplikace 15 15

Formalni zpracovani prace, dodrZovani norem 10 10

Hodnocenl obsahu a kvality préce, pFipominky:

Student se v bakalarské praci zabyva modelovanim stejnosmérnych vysoko-napétovych zdrojd pro napéjeni
HPGE detektoru. Prace je logicky clenéna a ma sluSnou technickou roveri, Prace zacing kapitolou vénovanou
simulacnim program@m, pokracuje Gvodem do problematiky zvySovani napéti. Tato kapitola je déle ¢lenéna na
usmérfiovace, nasobie a DC/DC ménice, V praci mi chybi vysvétleni (¢elu ménice a s tim souvisejicich
pozadavk{ na jeho parametry. V teoretickém rozboru bych urité ocekaval vysvétieni HPGE detektoru a jeho
pozadavk(d na napajeci zdroj.

Po technické strance vytknu chyby na obrazcich 15 a 16, kde je horni N-MOSFET zapojen $patné. Déle autor
opomiji v této ¢asti napét'ové dimenzovani Schottkyho diod v zavérném sméru, tato polemika se objevuje az v
Casti simulaci. PouZiti ménice push-pull pro tento druh aplikace také neni vhodna. Formalni a graficka stranka
prace je zpracovana na vysoké Urovni.

Dotazy oponenta k préci:

Uvédi'teegouiiti Schottkyho diod, z jakého materialu se vyrébéji Schottkyho diody pro vysokd zavérna napéti

napf. 1600V?

I:Iff)igalte upr?avit zapojeni na obr 15 a 16, tak aby bylo zapojeni spravné, a pro¢ je lepsi pouzit MOSFET s
analem N7

Jaky vznikd problém pri spinani N-MOSFET{, pokud je tranzistor zapojen jako high-side switch?

Bakalarskou praci hodnotim klasifikaci v/borné (podie klasifikagni stupnice dané sm&mici dékana FEL)

Dne: 17.6.2014

podpis oponenta prace



